Erintésmentes vastagsagmér és optikai modszerrel
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Mikroelektronikai technologiaval készitett nyomasméré szenzorok gyartasa soran
szilicium szeletekbdl vékony, néhany mikrontdl néhany tiz mikron vastagsag
membranok kialakitasa sziikséges. A gyartastechnologiaban sziikségessé valt egy
olyan mérési modszer kifejlesztése, mely a gyartasi folyamat sordn nyomon tudja
kdvetni a membran vastagsaganak valtozasat.

A mikrométeres pontossag igénye, ¢és a technologia érzékenysége kizarja a
mechanikus mérések alkalmazasat. Erintésmentes modszert a feladat optikai witon
torténd megoldasa biztosit.

A valasztott modszer a pasztdzd konfokalis 1ézer mikroszkopia optikai tengely
iranyu alkalmazasan alapul. Lényege, hogy egy objektivvel fokuszalt 1ézersugarat egy
linearis motorral periodikusan mozgatott asztalon elhelyezett mintara bocsatunk. A
fokuszalt folt a minta két hatarfeliiletérol egymast kovetden visszaverddve egy
gytjtélencsén, majd egy blendén keresztiil jut a detektorba. Szamitogéppel a detektor
jelét - azaz a visszavert fény intenzitasat - folyamatosan detektaljuk. Az intenzitasban
akkor kapunk maximumot, mikor a minta valamely hatarfeliiletét az asztal az objektiv
fokuszpontjdba mozgatja. Az intenzitascsticsok, ¢és az asztal elmozdulasanak
ismeretében a mintavastagsag mar kdnnyen szamithato.

A modszer fejlesztése soran eldszor, vékony iiveglemezek vastagsagat hatarozzuk
meg He-Ne lézeres megvilagitast alkalmazva. Ezt kdvetéen a szilicium membran
vastagsagat 1300 nm hullamhossz(i félvezetd lézert és germanium detektort
alkalmazva kivanjuk mérni.



